ChannelPartner

Link: https://www.channelpartner.de/a/die-zukunft-der-speichertechnologie-ist-vertikal,3047881

Interview
Die Zukunft der Speichertechnologie ist vertikal

Datum: 09.05.2016
Autor(en): Stefan Gneiting

Mit der V-NAND-Technologie hat Samsung die Grenzen moderner Speicherlosungen neu definiert. V-
NAND ermoglicht eine Steigerung der Speicherdichten, der Schreibgeschwindigkeiten sowie der
Langzeithaltbarkeit und reduziert zudem den Energiebedarf. Marcel Binder, Technical Product Manager
IT Storage bei Samsung Electronics, erklart das Potenzial von V-NAND.



Marcel Binder: Mit V-NAND-Technologie kann der klUnftige Bedarf fir Privatanwender und Unternehmenskunden
bedient werden. Schon jetzt sind fur den professionellen Bereich Kapazitaten von etwa 16 Terabyte mit der V-NAND-
Technologie realisierbar.

Vor wenigen Jahren hat Samsung mit der Einfihrung von V-NAND eine véllig neue Architektur fir SSDs etabliert. BeiV-
NAND! werden die elektronischen Komponenten nicht planar auf einem Chip angeordnet, sondern in sicherem
Abstand vertikal geschichtet. Damit kann man bei gleichbleibenden Strukturgroen eine hdhere Speicherkapazitat
erreichen. AuBerdem lassen sich in Zukunft noch mehr V-NAND-Zellen Ubereinender stapeln und die Kapazitat noch
weiter erhdhen.



Die Entwicklung der Samsung V-NAND-Technologie hat seit der Markteinfihrung rasante Fortschritte gemacht. Die
erste Generation der V-NAND-SSDs basierte auf 2-bit-Multilevel-Zellen (MLC) mit 24 Ebenen. Sie kamen im August
2013 auf den Markt. Ein Jahr spater kamen die Nachfolger mit 32 Layern in die Laden und kurze Zeit spater die
Variante mit 3-Bit (Triple-Level-Cell). Im September 2015 folgte schlieRlich die Ankiindigung? der 3. Generation, die
bereits mit 48 Layern aufwartete. Damit sind Speicherdichten mit einer Kapazitat von 256 GB auf einem Chip in
Fingerspitzen-GréoRe maoglich.

Herr Binder, Samsung hat mit V-NAND nachhaltige Impulse auf dem Markt gesetzt. Heute bieten Sie
Speicher wie die T3, die 950 PRO oder die PM1633a mit einer Kapazitat von mehr als 1 TB an. Ist damit
das Limit von V-NAND erreicht?

Nein, die Grenzen der V-NAND-Technologie sind noch l&ngst nicht erreicht. Die Architektur3 von V-NAND hat enormes
Potenzial - noch hdéhere Speicherkapazitaten bei SSDs sind durchaus denkbar und realistisch.

Wie wird das erreicht?

Es gibt mehrere Mdglichkeiten, die Kapazitat der Speicherchips zu verbessern. Zum einen kann die StapelgrofRe
erhéht werden. Die ersten marktreifen V-NAND-Speicher bestanden noch aus 24 Layern, wahrend die neuesten
Modelle bereits 48 Layer aufweisen. AuBerdem kann die Speicherkapazitat Uber den Faktor StrukturgréRe erhoht
werden. Vergleicht man V-NAND-SSDs mit SSDs mit planarer Architektur, erkennt man, dass V-NAND die gleiche
Speicherkapazitat mit groeren Strukturen realisieren kann. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man mit einer
Verringerung der StrukturgréBen die Speicherkapazitaten weiter erhéhen kann.

Warum arbeitet man bei den ersten V-NAND-SSDs liberhaupt mit groBeren StrukturgroBBen, wenn die
Fertigungstechnologie schon weiter ist?

Dies hat verschiedene Griinde. Je feiner die Strukturen, desto héher der Aufwand, desto teurer die Fertigung. Es geht
also einerseits um die Fertigungskosten. Zweitens ergibt sich aus den StrukturgréofRen, wie wir sie verwenden, eine
bessere Haltbarkeit. Die vertikale Architektur mit neuartigen Isolatormaterialien und vergleichsweise grofRen
Strukturbreiten schlagen sich positiv auf die Lebensdauer der SSDs nieder. So sind wir in der Lage auf bestimmte
SSDs bis zu zehn Jahre Garantie zu geben. Damit bedienen wir die wachsenden Anspriche unserer Kunden.
Haltbarkeit ist ein wichtiger Faktor fir heutige Anwender von Speichermedien.

Was konnen wir in der nahen Zukunft von Samsung SSDs mit V-NAND erwarten?

Schon heute stehen fur Privatanwender SSD-Speicherlésungen zur Verfligung, die mit einer Speicherkapazitat von bis
zu zwei Terabyte* eine herausragende Leistung bieten. Das ist aber erst der Anfang, denn der Speicherbedarf wird
weiterhin stark wachsen. Die V-NAND Technologie kann diesen Bedarf flr Privatanwender und Unternehmenskunden
bedienen. So sind jetzt schon flur den professionellen Bereich Kapazitaten von etwa 16 Terabyte mit der V-NAND-
Technologie realisierbar. Grundlage fur diese Entwicklung ist die Verdoppelung der Speicherdichte von 128 Gbit auf
256 Gbit durch die Erhéhung der Layer-Anzahl von 32 auf 48. Durch diese Skalierung sind theoretisch zukinftige
Datendichten von bis zu einem Terabit pro Chip mit entsprechend hohen Gesamtkapazitdten denkbar. Von dieser
Entwicklung profitieren aber auch Privatanwender mit Bedarf an schnellem Speicher bei gleichzeitig hoher Kapazitat.
SSDs mit 4 TB Speicherkapazitat fur Client-Anwendungen liegen in greifbarer Nahe.



Speicherlimitierung bei 2D Planar NAND
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Durchbruch bei der Kapazitat mit V-NAND
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2D Planar NAND und VNAND im Vergleich: Die Kapazitat der Speicherchips wird durch die Erhéhung der StapelgroRe
verbessert. Vergleicht man V-NAND-SSDs mit SSDs mit planarer Architektur, erkennt man, dass V-NAND die gleiche
Speicherkapazitat mit grofReren Strukturen realisieren kann. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man mit einer
Verringerung der Strukturgrofen die Speicherkapazitaten weiter erhéhen kann.
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